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Invertia se refex la tehnologia semiconductoarelgir poate fi utilizati la fabricarea dispozitivelor de conversie a
radigiei solare n energie electiic

Procedeul de cstere a structurii piInP-nCdS, include amplasarea sulpstrat de pInP, corodat preventiv, cu oriemtare
cristalografia (100)si dezorientarea de.35° in diregia (110) intr-un reactor, alzirea zonei de cgtere a substratului
si stabilizarea temperaturii in diapazonul de 40150°C, pulverizarea, in flux deschis de oxigemlatslor de CdC} i

SnCl, cu formarea pe substrat a unui strat deSBiy, apoi pulverizarea sdiilor de CdC} si CS(NH,), cu formarea pe
acesta a unui strat de nCdS.
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